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» Uzupelnienie teorii fotoemisji wewnetrznej
i metoda okreslania glebokosci ucieczki fotoelektronow
z podtoza struktury MOS”

W referacie przedstawiono istotg, wilasciwosci 1 roznice pomigdzy fotoemisja
zewnetrzng 1 wewngetrzng. Opisano historie rozwoju teorii fotoemisji doprowadzajac ja do
aktualnego stanu teorii fotoemisji wewngtrznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem jej
znaczenia i zastosowania do struktur MOS. Wykazano, ze aktualna teoria fotoemisji
wewnetrznej zawodzi w niektorych przypadkach obserwowanych eksperymentalnie.
Wyjasniono przyczyny tych niezgodnosci 1 opracowano uzupeienie teorii, ktore pozwala
uzyskaé pelng zgodnos¢ pomiedzy wynikami eksperymentalnymi a wynikami obliczonymi na
podstawie uzupeknionej teorii. Wykorzystujac uzupetniong teori¢ fotoemisji wewnetrznej
zaproponowano oryginalng metod¢ okreslania glebokosci ucieczki fotoelektronow z podtoza
struktur MOS 1 dokonano pomiarow tej glebokosci. W zakonczeniu podsumowano osiggniete
wyniki i na tej podstawie dokonano oceny wptywu réznych czynnikoéw na wartosci badanych
parametréw struktur MOS.

Uprzejmie zapraszam wszystkich pracownikow, doktorantow i studentow Instytutu Fizyki.
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